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วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Circuits) 

รหัสวิชา 30104-2103 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

	 1.	 เข้าใจหลักการทำ�งานและลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำ�ลังทั่วไป

	 2.	 สามารถวิเคราะห์วงจร ประยุกต์ใช้งานและซ่อมบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 3.	 มีกิจนิสัยในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

	 1.	 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำ�งานของอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 2.	 ตรวจสอบ ทดสอบและต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำ�อธิบายรายวิชา

	 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการหาลักษณะสมบัติกระแส แรงดันและแบบจำ�ลองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

การไบแอสทรานซิสเตอร์ วงจรขยายพื้นฐานที่ใช้ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรขยายสำ�หรับสัญญาณ

ขนาดเล็กท่ีใช้ทรานซิสเตอร์ ผลตอบสนองเชิงความถ่ีของวงจรขยายแบบเชิงเส้นสำ�หรับสัญญาณขนาดเล็ก

ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรขยายที่มีการป้อนกลับ ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้กับวงจร

แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรกำ�เนิดสัญญาณ วงจรขยายกำ�ลัง แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบเชิงเส้น

และแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบวิธีสวิตช์



	 วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 30104 - 2103 จัดอยู่ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่ม

สมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวง

ศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บท ได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอนท่ี

มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงค์

รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำ�อธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำ�คัญส่วนที่เป็นความรู ้

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ ตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ และคำ�ถามเพื่อการทบทวน เพื่อฝึกทักษะ

ประสบการณ์ เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ 

	 สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้สอนเปล่ียนจากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้จัดการช้ีแนะ (Teacher 

Roles) จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออำ�นวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Co-investigator) 

จัดห้องเรียนเป็นสถานท่ีทำ�งานร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำ�งานร่วมกัน (Grouping) 

ฝึกความใจกว้าง มุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถที่นำ�ไปทำ�งานได้ (Competency) สอน

ความรัก ความเมตตา (Compassion) ความเช่ือม่ัน ความซ่ือสัตย์ (Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์ 

(Productive Career) และชีวิตที่มีศักดิ์ศรี (Noble Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ 

มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและวิชาชีพ

	 ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification System) 

สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ กำ�ลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ (National 

Benchmarking) และการวิเคราะห์หน้าท่ีการงาน (Functional Analysis) เพ่ือให้เกิดผลสำ�เร็จในภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่สนามการแข่งขันในประชาคม

อาเซียน

	 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้สอน  ผู้ประสาทวิชาความรู้  เอกสาร  หนังสือที่ใช้ประกอบ

ในการเรียบเรียงไว้ ณ โอกาสนี้

อนงค์ลักษณ์ อาจมังกร
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1
ลักษณะสมบัติกระแสไฟฟ้า

กับแรงดันไฟฟ้าของไดโอด

แนวคิด

บทที่

	 อปุกรณส์ารกึง่ตวันำ� เป็นอปุกรณ์ทีม่คีา่ความต้านทานอยูร่ะหวา่งตัวนำ�กบัฉนวน สามารถเปน็ได้

ทั้งตัวนำ�และฉนวน กล่าวคือ ถ้าอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ�มีสภาพเป็นฉนวนจะไม่เกิดการนำ�กระแสไฟฟ้า และ

ถ้าอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ�มีสภาพเป็นตัวนำ�จะเกิดการนำ�กระแสไฟฟ้า

	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำตัวแรกที่จ�ำเป็นต้องศึกษา คือ ไดโอด (Diode) ท�ำหน้าที่น�ำกระแสไฟฟ้า

ได้ทิศทางเดยีว ถกูจดัไบแอส 2 แบบ คือ ไบแอสตรงและไบแอสกลบั มขีาใช้งาน 2 ขา คอื แอโนด (Anode) 

กับแคโทด (Cathode)



บทที่ 1 ลักษณะสมบัติไฟฟ้ากัับแรงดันไฟฟ้าของไดโอด 2

สาระการเรียนรู้

	 1.	บทนำ�

	 2.	 โครงสร้างพื้นฐานและหลักการทำ�งานไดโอด

	 3. 	คุณลักษณะไดโอด

	 4.	 ความต้านทานไดโอด

	 5.	 วิเคราะห์ไดโอดต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

	 6.	 วิเคราะห์ไดโอดต่อขนานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

สมรรถนะ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

	 หลังศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถดังนี้

	 1.	 อธิบายโครงสร้างพื้นฐานและหลักการทำ�งานไดโอด

	 2.	 จำ�แนกไดโอดทางปฏิบัติการออกจากไดโอดทางอุดมคติ

	 3.	 คำ�นวณค่าความต้านทานไดโอดทางไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ

	 4.	 วิเคราะห์ไดโอดเมื่อต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

	 5.	 วิเคราะห์ไดโอดเมื่อต่อขนานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

	 6.	 คำ�นวณค่าความต้านทานที่นำ�มาใช้งานกับไดโอดเปล่งแสง

	 วัด ทดสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในวงจรของไดโอด



บทที่ 1 ลักษณะสมบัติไฟฟ้ากัับแรงดันไฟฟ้าของไดโอด 3

	 ในการศึกษาการท�ำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Circuits) จ�ำเป็นต้องเรียนรู ้

การท�ำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Devices) อย่างถูกต้องบนหลักวิชาการทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ (Semiconductor Devices) ที่มี 

ค่าความต้านทานอยู่ระหว่างฉนวนกับตัวน�ำ โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกที่จะต้องท�ำความเข้าใจ 

คือ ไดโอด (Diode) เมื่อไดโอดได้รับการไบแอสตรง (Forward Bias) จะเกิดการน�ำกระแสไฟฟ้าเนื่องจาก

ค่าความต้านทานของไดโอดมีค่าลดลง แต่ถ้าไดโอดได้รับการไบแอสกลับ (Reverse Bias) จะหยุดน�ำ

กระแสไฟฟ้า เหตุผลคือ ค่าความต้านทานของไดโอดมีค่าสูงขึ้น

1
ลักษณะสมบัติกระแสไฟฟ้า

กับแรงดันไฟฟ้าของไดโอด

บทนำ�

โครงสร้างพื้นฐานและหลักการทำ�งานไดโอด

	 ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ (Semiconductor) ท�ำหน้าที่น�ำกระแสไฟฟ้าได้ 

ทิศทางเดียว ถูกน�ำไปใช้งานต่าง ๆ อาทิ วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว วงจรแหล่งจ่ายก�ำลังไฟฟ้า 

เป็นต้น

บทที่



บทที่ 1 ลักษณะสมบัติไฟฟ้ากัับแรงดันไฟฟ้าของไดโอด 4

	 โครงสร้างไดโอด ประกอบด้วยสารกึ่งตัวน�ำชนิดพี (P-type) ประกบกับสารกึ่งตัวน�ำชนิดเอ็น 

(N-type) ด้วยความร้อนสูงถึง 1,000OC แสดงในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 โครงสร้างไดโอด

P–type

แอโนด (Anode)

A K

แคโทด (Cathode)

พาหะข้างมาก
พาหะข้างมาก

พาหะข้างน้อย

พาหะข้างน้อย

N–type

	 พจิารณาในรปูที ่1.1 พบว่า สารกึง่ตวัน�ำชนดิพมีทีัง้ประจไุฟฟ้าบวกและประจไุฟฟ้าลบ ซึง่โฮล (Hole) 

มีศักย์ไฟฟ้าเทียบเท่ากับประจุไฟฟ้าบวก (+) ส่วนอิเล็กตรอน (Electron) มีศักย์ไฟฟ้าเทียบเท่ากับประจุ 

ไฟฟ้าลบ (-) ดังนั้น โฮลจึงเป็นพาหะข้างมาก (Majority Carriers) ส่งผลให้อิเล็กตรอนเป็นพาหะข้างน้อย 

(Minority Carriers) 

	 ตรงกันข้าม เมื่อพิจารณาที่สารกึ่งตัวน�ำชนิดเอ็นจะมีโฮลเป็นพาหะข้างน้อย ส่งผลให้อิเล็กตรอน

เป็นพาหะข้างมาก

	 การก�ำหนดจุดท�ำงานของไดโอด เรียกว่า การไบแอส (Biasing) มี 2 แบบ คือ การไบแอสตรง 

(Forward Bias) และกับการไบแอสกลับ (Reverse Bias)

A

I

K

E
+ –

P-type N-type

ก�ำแพงแคบ

รูปที่ 1.2 ไดโอดได้รับไบแอสตรง



บทที่ 1 ลักษณะสมบัติไฟฟ้ากัับแรงดันไฟฟ้าของไดโอด 5

รูปที่ 1.3 ไดโอดได้รับไบแอสกลับ

	 เมือ่ไดโอดได้รบัไบแอสตรง (รปูที ่1.2) ท�ำให้ขาแอโนดได้รับศกัย์ไฟฟ้าบวก ขณะท่ีขาแคโทดได้รับ 

ศกัย์ไฟฟ้าลบ แรงดนัไฟฟ้าบวกจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (E) จะผลกัโฮลในสารกึง่ตัวน�ำชนดิพไีปอยูต่รงกลาง 

บรเิวณรอยต่อ ท�ำให้แรงดนัไฟฟ้าลบจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะผลกัอเิล็กตรอนในสารกึง่ตัวน�ำชนดิเอน็ 

ไปอยู่ตรงกลางบริเวณรอยต่อดังกล่าว ท�ำให้เกิดการจับคู่ระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮล ช่วงก�ำแพงขวางกั้น 

(Depletion Region) จะแคบลง ความต้านทานของไดโอดจะมีค่าลดลง ส่งผลให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ไดโอดได้ ไดโอดจึงน�ำกระแสไฟฟ้า

P–type N–type

A

NO

K

I
E

+– ก�ำแพงกว้าง

	 เมื่อไดโอดได้รับไบแอสกลับ (รูปที่ 1.3) ท�ำให้ขาแอโนดได้รับศักย์ไฟฟ้าลบ ขณะที่ขาแคโทด 

ได้รับศักย์ไฟฟ้าบวก แรงดันไฟฟ้าบวกจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (E) จะดึงอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน�ำ

ชนิดเอ็นให้ห่างจากรอยต่อ โดยมาอยู่บริเวณปลายแท่งของสารเอ็นมากที่สุด ส่วนแรงดันไฟฟ้าลบจาก

แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าต้องดึงโฮลในสารพีให้ออกมาอยู่ปลายแท่งของสารพีมากที่สุด ช่วงก�ำแพงขวางกั้น

จะกว้างขึ้น ความต้านทานของไดโอดจะมีค่าสูงขึ้นไดโอดจึงไม่น�ำกระแสไฟฟ้า

คุณลักษณะไดโอด

	 คณุลกัษณะไดโอด (Characteristic of Diode) มาจากหลกัการไบแอสของไดโอด มีทัง้ไบแอสตรง

และไบแอสกลับ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ไดโอดทางอุดมคติ (Ideal Diode) กับไดโอดทางปฏิบัติการ 

(Practical Diode)
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ไดโอดทางอุดมคติ

A AK K
+–

ISC

(ก) ไดโอดถูกลัดวงจรเมื่อได้รับไบแอสตรง

A AK K
–+

ISC
 = 0

(ข) ไดโอดถูกเปิดวงจรเมื่อได้รับไบแอสกลับ

+VD (แรงดันไฟฟ้าไดโอด)

ไดโอดถูกเปิดวงจร
(Open Circuit)

–VD

+ID (กระแสไฟฟ้าไดโอด)

–ID

ไดโอดถูกลัดวงจร (Short Circuit)

(ค) กราฟไดโอดทางอุดมคติ

รูปที่ 1.4 ไดโอดทางอุดมคติ

	 ไดโอดทางอุดมคติแสดงในรูปที่ 1.4 มีรายละเอียดดังนี้

	 พิจารณารูปที่ 1.4 (ก) แสดงไดโอดได้รับไบแอสตรง เปรียบเสมือนไดโอดถูกลัดวงจรแล้วท�ำให้

ค่าความต้านทานไดโอดมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น จึงเทียบเท่ากับสวิตช์ต่อวงจร

	 พจิารณารปูที ่1.4 (ข) แสดงไดโอดได้รบัไบแอสกลบั เปรยีบเสมือนไดโอดถูกเปิดวงจร (ขาดวงจร) 

เทียบเท่ากับสวิตช์ตัดวงจร ส่งผลให้ค่าความต้านทานไดโอดสูงมากเป็นอนันต์ (Infinity, ∞) 



บทที่ 1 ลักษณะสมบัติไฟฟ้ากัับแรงดันไฟฟ้าของไดโอด 7

	 พิจารณารูปท่ี 1.4 (ค) แสดงกราฟของไดโอดทางอุดมคติ ขณะที่ไดโอดถูกลัดวงจร (ไดโอด 

น�ำกระแสไฟฟ้า) ท�ำให้ค่าความต้านทานไดโอดลดลงเป็นศูนย์ ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไดโอด (ID) มีค่าสูงขึ้น 

จึงท�ำให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมไดโอด (VD) ลดลงเป็นศูนย์ ตรงกันข้าม ขณะที่ไดโอดถูกเปิดวงจรจะท�ำให้

กระแสไฟฟ้าไดโอดมีค่าเป็นศูนย์ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมไดโอดขณะไบแอสกลับมีค่าสูงขึ้น

ไดโอดทางปฏิบัติการ

+ID (mA)

20

16

12

0.1 0.2 0.3

8
4

ไดโอดเจอร์เมเนียม (Ge)

กระแสไฟฟ้ารั่วไหล 1 µA

1 µA

2 µA

3 µA

–VD
 (V) +VD

 (V)
VZ

–ID (µA)

(ก) กราฟไดโอดชนิดเจอร์เมเนียม

0.3 V
A K–+

  (ข) ไดโอดชนิดเจอร์เมเนียมในทางปฏิบัติการ

รูปที่ 1.5 ไดโอดทางปฏิบัติการ
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+ID (mA)

20
16
12

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

8
4

ไดโอดซิลิกอน (Si)

กระแสไฟฟ้ารั่วไหล 10 nA

–VD
 (V) +VD

 (V)
VZ

–ID (nA)

(ค) กราฟไดโอดชนิดซิลิกอน

0.7 V
A K–+

(ง) ไดโอดชนิดซิลิกอนในทางปฏิบัติการ

รูปที่ 1.5 ไดโอดทางปฏิบัติการ (ต่อ)

	 การน�ำไดโอดมาต่อใช้งานในทางปฏิบติั  คอื การพิจารณาไดโอดทางปฏบิติัการ แสดงในรูปท่ี 1.5  

มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 พจิารณารปูท่ี 1.5 (ก) กับรปูท่ี 1.5 (ข) แสดงกราฟไดโอดชนดิเจอร์เมเนยีม กล่าวคอื เมือ่ไดโอดนี ้

ได้รับไบแอสตรง จะเกิดแรงดันไฟฟ้าคัต-อิน (Cut-in Voltage) ตกคร่อมที่ตัวไดโอดประมาณ 0.2 V 

- 0.3 V ท�ำให้ไดโอดน�ำกระแสไฟฟ้า เมื่อไดโอดชนิดเจอร์เมเนียมได้รับไบแอสกลับ จะท�ำให้ไดโอดไม่น�ำ

กระแสไฟฟ้า แต่จะมกีระแสไฟฟ้ารัว่ไหลปรากฏข้ึนในตอนแรกเล็กน้อย  (กระแสไฟฟ้าเปล่ียนจาก 0 - 1 µA) 

และถ้ามีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไบแอสกลับให้สูงขึ้น กระแสไฟฟ้ารั่วไหลจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดที่ไดโอด 

น�ำกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น เรียกว่า กระแสไฟฟ้าอิ่มตัวย้อนกลับ (Reverse Saturation Current) และ

ในช่วงกระแสไฟฟ้าอิ่มตัวย้อนกลับนี้ จะเกิดเป็นแรงดันไฟฟ้าพังทลาย (Breakdown Voltage) โดยถ้า 

ป้อนแรงดนัไฟฟ้าไบแอสกลบัให้กบัไดโอดชนิดเจอเมเนยีมให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าพังทลาย จะท�ำให้ไดโอดนี ้

เสียหาย

	 2.	 พจิารณารปูที ่1.5 (ค) กบัรปูที ่1.5 (ง) แสดงกราฟไดโอดชนดิซิลกิอน ซ่ึงกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล 

ไดโอดชนิดนี้จะต�่ำกว่าไดโอดชนิดเจอร์เมเนียม (กระแสไฟฟ้ารั่วไหลของไดโอดชนิดซิลิกอนมีค่า 10 nA) 

เมือ่ไดโอดชนดิซลิกิอนได้รบัไบแอสตรง จะเกดิแรงดันไฟฟ้าคัต-อนิ ตกคร่อมประมาณ 0.6 V - 0.7 V ท�ำให ้
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รูปที่ 1.6 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 1.1

ไดโอดน�ำกระแสไฟฟ้า เมื่อไดโอดได้รับไบแอสกลับจะท�ำให้ไม่น�ำกระแสไฟฟ้า แต่จะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 

ปรากฏขึ้นในตอนแรกเล็กน้อย (กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนจาก 0 - 10 nA) และถ้าเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไบแอสกลับ 

ให้สูงข้ึน จะท�ำให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดที่ไดโอดน�ำกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น เรียกว่า 

กระแสไฟฟ้าอิ่มตัวย้อนกลับ และในช่วงกระแสไฟฟ้าอิ่มตัวย้อนกลับนี้จะเกิดแรงดันไฟฟ้าพังทลาย หาก 

ป้อนแรงดันไฟฟ้าไบแอสกลับให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าพังทลาย จะท�ำให้ไดโอดเสียหายได้

ตัวอย่างที่ 1.1 จากรูปท่ี 1.6 ให้ค�ำนวณหากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม R1 เมื่อพิจารณา 

ไดโอดทางปฏิบัติการ

   

D1 (ซิลิกอน)E = 6 V

R1
 = 10 kΩ

–

+ I1

วิธีท�ำ

	 1.	 กระแสไฟฟ้า I1		  =	
E – VD

R1
	

					     =  
6 – 0.7

10 × 103

					     =	 0.53 mA

	 2.	 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม R1 คือ V1

				    V1	 =	 I1R1 	

					     =  (0.53 × 10–3)(10 × 103)

					     =	 5.3 V					     ตอบ
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ตัวอย่างที่ 1.2 จากรูปที่ 1.7 ให้ค�ำนวณ

หากระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม D1

รูปที่ 1.7 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 1.2

รูปที่ 1.8 ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสตรงของไดโอด

วิธีท�ำ

	 1.	 ไดโอด D1 ได้รับไบแอสกลับ จึงท�ำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอด D1

		  ดังนั้น	 ID  	 =     0

	 2.	 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม R1  =  0 ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม D1  =  5 V		    ตอบ

ความต้านทานไดโอด

	 ไดโอดสามารถน�ำไปใช้งานได้ทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ท�ำให้เกิด

กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานเกิดขึ้นที่ไดโอด ซึ่งค่าความต้านทานไดโอดจะพิจารณา

ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสตรง (Static Resistance) และความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลับ  

(Dynamic Resistance)

ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสตรงของไดโอด
	 ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสตรงของไดโอด แสดงในรูปที่ 1.8 ซ่ึงจะน�ำค่าคงที่ของกระแส

ไฟฟ้าไดโอด (ID) และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของไดโอด (VD) มาจัดท�ำเป็นอัตราส่วนดังนี้

+ID (mA)

ID

+VD
 (V)

VD

RDC

D1 (เจอร์เมเนียม)E = 5 V

R1
 = 1 kΩ

–

+
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	 นั่นคือ		  RDC	 =	
VD

ID
                                  		              ................(1.1)

	 สมมติ 		  VD 	 =	 0.6 V และ ID = 3 mA

				    RDC	 =	
0.6

3 × 10–3
	 =	 200 Ω

ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลับของไดโอด
	 ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลบัของไดโอด แสดงในรูปที ่1.9 เมือ่น�ำแหล่งก�ำเนดิรปูคลื่นไซน์

จ่ายให้กับไดโอด จะเกิดการสวิง (Swing) ของสัญญาณ ท�ำให้สัญญาณที่ผ่านไดโอดเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขึ้น - ลงอย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาณที่จุด Q-Point เป็นระดับที่คงตัวและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะไดโอด

คุณลักษณะไดโอด

เส้นแทนเจนต์
Q-Point (การท�ำงานไฟฟ้าตรง)

Q-Point∆Id

∆Id

∆Vd

∆Vd

(ก) ลกัษณะไดโอดเมือ่อยูใ่นวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั (ข) เส้นแทนเจนต์เป็นเส้นสมัผสัผ่านจุด Q-Point

ท�ำให้ได้ค่าความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลบั

	 การหาค่าความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลับของไดโอด (rd) ต้องลากเส้นแทนเจนต์ 

(Tangent Line) ผ่านจุด Q-Point จะเกิดเส้นตรงเรียบสอดคล้องกับสามเหลี่ยมมุมฉาก (รูปที่ 1.9 (ข))

ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลับของไดโอด  =  
อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของไดโอด

อัตราการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าของไดโอด

	 rd	 =	  
∆VD

∆ID
 	  		  ................(1.2)

รูปที่ 1.9 ความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลับของไดโอด


